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１．概要（Summary） 

圧電薄膜を用いた MEMS 素子を作製し、圧電薄膜の

特性を確認した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した装置 

両面マスクアライナー、レジスト現像装置、深掘りドライ

エッチング装置、レーザダイシング装置。 

・実験方法 

SOI ウェハ上に下部電極（Ti/Pt）、SRO/PZT、上部電

極（Ti/Au/Ti）を形成した。両面アライナー、現像装置を

用いてレジスト形成し、深掘りドライエッチング装置でハン

ドルレイヤー側 Si を加工して構造体を作製した。レーザ

ダイシング装置を用いてチップ化した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 メンブレン構造を有する圧電薄膜を用いた構造体を作

製することができた。Fig. 1 および 2 に構造体の断面

SEM観察画像を示す。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 

 

 

 

Fig. 1 SEM image of surface.  

 

Fig. 2 Cross-section SEM image. 


